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0 Zerstaubungsantage. 

0 Die Erfindung belrifti eine Zerstaubungsanlage 
mit einer Elektrode (3) und einem mil dieser Elektro- 
de (3) verbundenen Target (2). wobei dieses Target 
(2) austauschbar ist. Hiertwi wird ein verbrauchtes 
Target (2) durch ein frisches und vorgesputtertes 
Target (7) ersetzt, indem die komplette Elektrode (3) 
- dutch eine neue Elektrode (6) erseut wird. 
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Die Eriindung betrifft eine ZerslSubungsanlage 
nach dem Oberbegrifi des Patentanspruchs 1 . 

In der Vakuum-Beschichlungstechnik werden in 
der Regel diinne Schichten eines ersten Materials 
auf ein zweites Material aufgebracht. Beispiele hier- 
fOr sind Anwendungen in der Elektronik, wo Wider- 
standsschichten, Leilerbahnschichlen Oder Isolator- 
schichten etc. aufgebracht werden, Oder in der 
Opiik. wo Entspiegelungsschichten, Sonnenschutz- 
schichten, Kantenfilter oder Linienfilter mittels dOn- 
ner Schichten hergestellt werden. Als eine beson- 
ders in der Produktion vorteilhafte Methode. diese 
Schichten herzustellen, hat sich das Sputter- oder 
Zerslaubungsveriahren erwiesen. Hierbei werden 
geladene Tellchen eines Gases , oder Gasgenni- 
sches durch ein elektrisches Feld auf ein aus dem 
Beschichlungsmaterial Oder einer Konnponente des 
Beschichtungsmalerials bestehendes sogenanntes 
Target beschleunigt. Diese geladenen Teilchen 
schlagen aus derr^ Target Material heraus. das sich 
auf derii Substrat niederschlSgt. Um Reaktionen 
mit dem Targetmaterial zu vermeiden, verwendel 
man ubiicherweise hochreine EdeJgase zur Zer- 
stSubung. Das Targetmaterial kann sich durch ent- 
sprechende Waht des Zerslaubungsgases und der 
Ubrigen Zerstaubungsbedtngungen aber auch auf 
der TargetoberflSche, auf dem Weg zum Substrat 
Oder auf dem Substrat selbst mit cinem reaktlons- 
tahigen Gas, z. B. bei Verwendung von Oz Oder f^fe 
zur Herstellung von Oxiden oder Nitriden. verbin- 
den. Besonders stOrend fOr eine zuverlSssige 
Schichtherstellung ist eine Verunreinigung der Tar- 
getoberllache! die insbesondere bei reaktionsfahi- 
gen Materiaiien, z. B. bei Beiuftung des Materials 
Oder bei oberflSchenhafter "Vergiftung" des Materi- 
als durch reaktive Komponenten im Sputtergas ent- 
stehen kann. Derartige Verunreinigungen fuhren zu 
unsiabilen Prozeflbedingungen. Bekannt Beispiele 
hIerfOr sind die Herstellung von In-Sn-Oxid oder Si- 
Nitrid. Daher werden diese Materiaiien in der Regel 
vor dem Herstellen der Schrcht oder auch nach 
gewissen Zeiten wShrend der Schichtherstellung 
"konditionlert", d. h. sie werden sotange mit einem 
Edelgas, gegebenenfalls auch unter Beimengung 
von reduzierenden Gaskomponenten. vorgesputtert, 
bis die ProzeOparameter sich stabiltsiert haben. 
Diese Vorbehandiung ist zeitaufwendig. so dafi der 
Produktionsproze0 fUr l^ngere Zeit unterbrochen 
werden mufl. 

Es ist berelts eine targetwechselvorrichtung 
bekannt, die eine drehbare Targetplalte mit mehre- 
ren Targets aufweist (DD 111 409). Die einzelnen 
Targets werden hierbei nacheinander in Gegenpo- 
sition zu einem Substrat gebracht/Es findet jedoch 
keine Vorbehandiung der Targets in einer besonde- 
ren Vorkammer statt. Nach dem Verbrauch eines 
Targets muC die ganze Vorrichtung belUftet wer- 
den: 



Weiterhiri ist eine Sputtervorrichtung bekannt. 
mit der verschiedene Schichten auf einem Substrat 
aufgebracht werden konnen (US-A-3 420 767). Die- 
se Vorrichtung kann jedoch nur bei speziellen 

5 Stabelektroden zum Einsatz kommen. Au0erdem 
ist betm Auslausch eines verbrauchten Targets 
eine Vakuumunterbrechung erforderlich. 

Bei einer anderen Targetwechselvorrichtung 
werden mehrere Targets durch ein Target-Karussell 

10 gedreht und nacheinander gegenOber einem Sub- 
strat positioniert (US-A-3 853 740). Eine Vorbe- 
handiung von Targets vor ihrem Einsatz als Ar- 
beitstargets findet hierbei nicht statt. 

Um eine Mehrkomponentenschicht herzustel- 

15 ien, ist es bekannt; mehrere kubische Oder paralle- 
lepipedffirmige Targets auf einer Platte anzuordnen 
und nacheinander zu einem Substrat zu fOhren 
(Japan 1-290767 (A)). Ein Nachrusten von Targets 
ist hierbei ebenfalls nur nach dem Beliiften der 

20 ganzen Ahlage mdgfich. 

Bei einer weiteren bekannten Aniage fur die 
Herstellung von optischen Mehrschicht-Filmen wird 
eine Vorkonditionierung • die als solche bekannt ist. 
vgl. John L. Vossen, Werner Kern: Thin Film Pro- 

25 cesses, Academic Press, 1978, S. 41 bis 42 - von 
keramischen Materiaiien vorgenommen, damit die- 
se Materiaiien gesSubert werden (US-A-4 142 958). 
Verschiedene Kammern, In denen die Targets 
nacheinander eingebracht werden. sind hiert)ei je- 

30 doch nicht vorgesehen, 

Eine wettere Drehvorrichtung, mit der mehrere 
Targets nacheinander in eine Position gebracht 
werden konnen. die einem Substrat gegenUberliegt 
ist aus der japanischen. Patentschrift 63-42 368 

35 bekannt. Aber auch bei dieser Vorrichtung findet 
keine PrSkonditionierung von Targets statt. 

Es Ist ferner eine Vorrichtung fCir die Oberfla- 
chenbeschichtung bekannt, bei der mehrere 
Teilchen-Emissionsquelien mit einem Trager ver- . 

40 bunden sind, der geradlinig oder Im Kreis herum 
bewegt werden kann (US-A-3 616 451 = CH-A-501 
063). Auch fUr diese Voaichtung gilt. daB sie zur 
Aufnahme neuer Targets belUftet werden mufl. 
Des weiteren ist eine Targelaustauschvorrich- 

45 tung bekannt. die zwei verschiedene Kammern auf- 
weist (US-A-3 756 939). In der einen Kammer 
befindet sich ein Substrat, dem ein Arbeilstarget 
gegenOberliegt, w3hrend sich in der anderen Kam- 
mer Reserve-Targets befinden, von denen ein Tar- 
so get nach dem Verbrauch des Arbeitstargets an 
dessen Slelle tritt. Eine Vorkonditionierung des 
Reserve-Targets findet hierbei indessen nicht statt. 

SchlieDlich ist auch noch eine Sputten/orrich- 
tung mit einem Vakuumgeffifi vorgeschlagen wor- 

55 den, in dem ein Subslralhaller angeordnel ist, wo- 
bei ein Target einem Substrathatter gegenUbersteht 
(DE-A*4 037 580). In derjenigen Oberflflche des 
Vakuumgef^0es. die dem Substrathalter gegen- 
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uberliegt, ist eine Offnung vorhanden. Au/Jerdem 
liegt das VakuumgetSfi benachbarl hu einer Target- 
wechselkammer. die Ober did Offnung mit dem 
Vakuumgefg/} in Verbindung steht. wobei die Off* 
nung durch die Targetelektrode verschlossen wird. 
Die Targetwec^selkammer wird evakulert und wSh- 
rend des Auswechselns des Targets durch eine 
Ersatzelektrode im evakuierten Zustand gehalten. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
ZerstSubungsanlage zu schaffen, mit welcher der 
Produkiionsprozefi zum Targetwechse) Oder allge- 
mein zum Targetkonditionleren nur kurzfristig Oder 
gar nicht unterbrochen werden mu0. 

Diese Aufgabe wird gemafl den Merkmalen 
des Palentanspruchs 1 gelosL 

Der mit der Erfindung erzielle Vorteil besteht 
insbesondere in der. Erhohung der VerfOgbarkeit 
einer Zerstaubungsanlage. Die eiiindungsgemSfie 
Targetwechselvorrichtung ist auiSerdem fUr alle An- 
lagentypen geeignet. z. B, fOr Batchtype-Anlagen 
Oder Load- lock- Aniagen. 

AusfUhrungsbeispiele der Erfindung sind in der 
Zeichnung dargestellt und werden im folgenden 
nSher beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darsteitung einer 
erfindungsgemaOen Zerstaubungsan- 
lage mit einer Arbeitskammer. einer 
Vorkammer und einer ersten Varianten 
einer Doppelelektrode: 
Fig. 2 eine Vorkammer mit einer zweilen Va- 
rianten einer Doppelelektrode; 
Fig. 3 eine Vorkammer mjl einer drrtten Vari- 
anten einer Doppelelektrode: . 
Fig. 4 eine Vorkammer mit zwei durch Um- 

Klappen austauschbaren Elektroden. 
In der Fig. 1 ist eine Arbeitskammer 1 darge- 
stellt, in der sich ein Beschichtungsvorgang ab- 
spielt. bei dem Teilchen aus einem Target 2 her- 
ausgeschlagen werden, das Teil einer sogenannten 
Sputter- Oder Zerstaubungskathode 3 ist. Die her- 
"ausgeschlagenen Teilchen " gelangen auf eih Sub- 
strat 4, das sich In der Arbeitskammer befindet, 
und beschichten bzw. atzen dieses. An die Arbeits- 
kammer l.schlie/31 sich eine Vorkammer 5 an, in 
der sich eine Austauschkathode 6 mit einem Aus- 
tauschtarget 7 befindet. Sowohl bei der Arbeits- 
kammer 1 als auch bei der Vorkammer 5 handelt 
68 sich um Kammern, in denen im wesentlich die 
gleichen Bedingungen herrschen. 

Die Arbeitskammer 1 ist von der Vorkammer 5 
durch eine. Wand 8 mit einer Offnung 9 getrennl. 
Durch diese tiffnung 9 greift von der Vorkammer 5 
her das Target 2. das an der Kathode 3 befestigt 
ist, in die Arbeitskammer ein. Die Kathode 3 weist 
einen Grundkdrper 10 aul, der Ober einen Isolier- 
ring 11 auf der Zwischenwand 8 aufsttzt. In der 
Kathode 3 befinden sich beispielsweise Dauerma- 
gnete 12, 13* 14 fUr die Erzeugung eines Magnet- 



felds. das fur eine Elektronen-Zyklotronen-Reso- 
nanz erforderlich ist. Die Kathode 6 ist entspre- 
chend auigebaut und weist die Dauermagnete 15, 
16. 17 sowie einen Grundkdrper 18 auf. 

5 Das Substrat 4 befindet sich auf einem TrSger 

19, der horizontal oder vertikal durch Offnungen 20, 
21 bewegt werden kann, was durch einen Doppe)- 
pleil 22 angedeutet ist. In den Sffnungen 20, 21 
kSnnen sich besondere und In der Fig. 1 nicht 

10 dargestellte Schleusen befinden. 

Sowohl die Arbeitskammer 1 als auch die Vor- 
kammer 5 werden aus Behaitern 23, 24 und Uber 
Ventite 25, 26 mit Gas versorgt. Desgleichen liegen 
beide Kalhoden 3, 6 an dem negativen - AnschluO 

75 einer Gleichspannungsquelle 27. 

Arbeitskammer 1 urid Vorkamnner 5 werden 
von demselben GehSuse 28 umschlossen, das an 
Masse 29 liegt, wobei die Vorkammer 5 eine TUr 
30 besitzt. die in Richtung des Pfeils 31 geoffnet 

20 und geschlossen werden kann. Auf der Innenseite 
der Tur 30 befindet sich eine Anode 32. Da sie 
uber die elektrisch leitende TOrinnenseite und das 
Gehause 28 an Masse 29 liegt, ist die gegenOber 
der Kathode 6 positiv vorgespannt. 

25 Die beiden Kalhoden 3 und 6 sind Uber eine 

Vorrichtung mileinander verbunden, die eine relati- 
ve AnnSherung oder Entfernung der beide^n Kalho- 
den 3, 6 erm5giicht. Wird beispielsweise ein Hebel 
39 in Richtung eines Pleils 33 bewegt, so nShern 

30 sich die Elektroden 3. 6 durch HeranfOhren von 
Botzen 34, 36 an ein Zentrum 36. Durch diese 
AnnSherung ist es mSglich, die gesamte Vorrich- 
tung mit den Elektroden 3. 6, den Bolzen 34. 35 
und dem Zentrum 36. zu drehen und die Elektrode 

35 6 an die bisherige Stelie der Elektrode 3 zu bewe- 
gen. 

Im einzelnen erfolgt der Austausch der beiden 
Kathoden 3. 6 auf folgende Welse: Ist das. Target 2 
aufgrund des Sputtervorgangs verbraucht und mu/J 

40 es durch ein neues Target 7. ersetzt werden, so 
werden die Kathoden 3. 6 durch BetStigen des 
Hebels 39 und gegen die Kraft von Fedem 37, 38 
zusammengedrOckt. Jetzt wird die gesamte Vor- 
richtung um 180 Grad gedreht. so daj3 die Kathode 

<5 6. die zuvor mittels der Anode 32 vorgesputtert 
wurde. an die Stelie der Kathode 3 gelangt. Die 
Kathode 3 gelangt dagegen ah diejenige Stelie, an 
der sich zuvor die Kathode 6 befand. Der Sputter- 
betrieb kann also ohne grofle Verzdgerung mit 

50 dem frischen Target 7 fortgesetzi werden. 

Das alte Target 2 wird entfernt, indem die TOr 
30 geoffnet und das Target 2 von der Elektrode 3 
abmontiert wird. Anschlieflend wird das verbrauchte 
Target 2 durch ein neues oder zwischengereinigtes 

55 Target ersetzt, die tOr 30 wieder geschlossen und 
das neue Target fUr den Einsatz in der Arbeitskam- 
mer 1 vorbereitet. Durch die sofortlge VerfOgbarkeit 
des neuen Targets nach Verbrauch des alten Tar- 
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gets kann auf eine Auj3erbetriebsetzung der Sput- 
teranlage verzichtet werden. 

In der Fig. 2 ist eine weilere Austuhrungsform 
der Erfindung dargestellt. wobei die Etnzelheiten 
der Arbeitskammer 1 weggelassen wurden. Die 
Trennwand 8 zwischen Arbeitskammer 1 und Vor- 
kammer 5 Ist nur andeutungsweise dargestellt. An 
einem Elektroden-Grundkorper 40 ist ein Tail 70 
mit drei Scheibenelementen 71 , 72, 73 und einenr^ 
Zapfen 74 angeflanscht. Dieser Zapfen 74 weist in 
seinem oberen Bereich zwei Nuten 75, 76 fUrje- 
weils einen 0-Ring und eine im Querschnitt U- 
ffirmige Ausnehmung 77 auf, in der sich ein zylin- 
drlsches Kugel- Oder Nadellager 78 belindel. Auf 
diesem Lager 78 ruht ein Exzenler 79. der eine 
Drehwelle 80 aufweist. Der obere Bereich des Zap- 
tens 74 ist von einer Lager- und Isolierbuchse 81 
umgeben. die von einem Fiihrungs lager bzw, einer 
Lagerbuchse 82 umschlossen ist. Mit 84 ist ein 
Rohr bezelchnet, welches in die Zeichenebene hiri- 
elnragt und oben und unlen abgedichte! aus der 
Vorsputterkannmer herausgefiihrt Ist. Dieses Rohr 
84 weist in seinem Innenraum 43 Atmospharen- 
druck auf, Es wirkt aufierdem als Halterung fUr die 
beiden Kathodengrundkorper 40. 49. Hierdurch be- 
dingt kann die KUhlwasserzufuhrung und Stromzu* 
fUhrung zur Kathode im Rohr 64 und damit an der 
AtmosphSre erfolgen. 

Bei den Positionen 86 und 87 handelt es sich 
urn Abschirmbleche, die ein Besputtern der Axial- 
fUhrung der Kathode, d, h. des Lagerbolzens 74 
verhindern sollen. Diese Abschirmbleche 86, 87 
sind, abhangig von der Form der jeweiligen Katho- 
de, in Kastenform Oder Zylinderform urn die Katho- 
de angeordnet. 

Soil das verbrauchte Targe! 44 gegen das un- 
verbrauchte und aufbereitete Target 55 ersetzt wer- 
den. SO werden die FUhrungen 74. 45 in Richtung 
der Pleile 88. 89 gegeneinander verschoben. Die 
Kraft wird durch eine Teleskop-Verbindung 90, 91 
zwischen den beiden Elektroden 40. 49 aufge- 
bracht. Hierzu wird zunSchst die Exzenterwelle 80 
beispielsweise mittels eines nicht dargestellten He- 
bels in Richtung des Pfeils 92 verdreht. Der Exzen- 
ter 79, der zuvor entgegen der von der Teteskop- 
verbindung 90, 91 aufgebrachten Kraft den Abstand 
zwischen den Zylindem 82, 85 grofi gehalten hat. 
nimmt beispielsweise die mit 79* bezeichnete Posi- 
tion ein und verringert nun diesen Abstand und 
ermfiglicht hierdurch ein weiteres Eindringen des 
Fuh rungs lagers 74 In vertlkaler Richtung in die 
Lagerbuchse 81. 1st der Abstand zwischen den 
Elektroden 40. 49 hinreichend verringert. wird die 
gesamte Anordnung mittels dem Rohr 84, an dem 
sich 2. B. ein nicht dargestefller Grifl belindel, um 
180' um die' Exzenterwelle 80 geschwenkt. so dafl 
das Target 55 an die Stelle des verbrauchten Tar- 
gets 44 gelangt. Das verbrauchte Target 44 kann 



nun gegen ein neues Target ausgetauscht werden. 

Es finden also zwei Vorgange nacheinander 
statt Bei dem ersten Vorgang rollt der Ex2enter 79 
auf dem Walzen lager 78 ab und nimmt die gestri- 

5 chelt gezeichnete Position 79' ein. Hat er dIese 
Posltton eingenommen, wird diegesamte Aniage 
mit den Elektroden 40. 49 durch Drehen des Rohrs 
84 um 180 Gradverschoben. Nach der 180 •-Dre- 
hung wird die Welle 80 entgegen der Richtung des 

10 Pfeils 92 gedreht. so da0 der alte Abstand zwi- 
schen den beiden Elektroden 40. 49 wieder herge- 
stellt Ist. 

In der Fig. 3 ist eine weitere Variante der 
erfindungsgemgfien Vorrichtung dargestellt. die 

15 sich von den vorbeschriebenen Varianten dadurch 
unterscheldet, da/3 das Austauschtarget 7 nichtum 
180 Grad, sondern nur um 90 Grad geschwenkt 
wird. Das Arbeitstargel 2. welches in die Arbeits- 
kammer 1 hineinragt, ist mit dem Grundkorper 40 

20 der Elektrbde 3 gekoppelt. die threrseits mit einem 
Kathodenanschlufl 100 verbunden Ist, der drei Telle 
101. 102. 103 und einen Zaplen 104 aufweist. der 
von einer Lagerbuchse 105 umgeben ist. Dieser 
Zapfen 104 stoOt auf einen Exzenier 106, der eine 

25 Exzenterwelle 107 aufweist, wahrend die Lager- 
buchse 105 mit einem Zylinderrohr 108 verbunden 
ist. der den Exzenter 106 umgibt. Das Ersatztarget 
7 Ist mit einem Elektrodengrundkiirper 49 verbun- 
. den. der eine Buchse. 110 und einen Zapfen 111 

30 aufweist, Dieser Zapfen 111 ist von einer Lager- 
buchse und Isolierung 112 umgeben. an die ein 
Zylinder 113 anschlie/Jt. der von einer Spiralfeder 
1 1 4 umgeben ist. Das Ende des Zapfehs 1 1 1 std/3t 
an den Exzenter 106. Eine Abschirmung 115 um- 

35 faflt beide Elektroden 3. 6. Die Strebe 1 17 kann am 
Rohr 108 befestigt werden. Entsprechendes gilt fOr 
eine Strebe 141. Beide Streben 117, 141 fuhren 
jeweils einen Bolzen 140» 143, der in seinem obe- 
ren Bereich einen Kopf 51, 52 aufweist. gegen den 

40 sich eine Feder 42 bzw. 142 mit ihrem einen Ende 
' abstUtzt Das andere Ende der Feder 42. 142 stUtzt 
sich gegen die Streben 17, 141 ab. 

Der Vorgang, der sich belm Austausch eines 
verbrauchten Targets 2 gegen ein neues Target 7 

45 abspielt. ist folgender: Mit Hilfe einer nicht darge- 
stellten Vorrichtung wird die Exzentenwelle 107 ge- 
dreht, worauf der Exzenter 106 seine Position ver- 
ISet, in der er auf die Zapfen 104. Ill stofit. Mat 
der Exzenter 106 seine gestrichelt dargestellte Pe- 
so sition 106* erreicht, so haben sich die beiden Zap- 
fen 104, 111 einander genahert, d. h. die Targets 
2,7 befinden sich nun naher an der Exzenterwelle 
als vorher. Mit Hilfe einer nicht dargestellten Vor- 
richtung wird jetzt der Zylinder 108 um 90 Grad 

55 gedreht, so CaB das Target 7 diejenige Stelle ein- 
nimmt, die zuvor Vom Target 2 eingenommen wur- 
de. 

In der Fig. 4 Ist eine weitere Variante der 
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Erfmdung dargestellt* bei der nur die wesentjich- 
sten Telle gezeigt sind. 

In die Arbeitskammer 1 ragl ein Targei 120. 
das mit einer zugehorigen Elektrode 122 verbun- 
den ist. Die Elektrode 122 ist t)ber einen waagrech- 
ten Arm 123 und einen daran anschlieDenden. 
schrSg nach unten verlaufenden Arm 124 mileinem 
Drehlager 125 verbunden. das sich in einem Lager- 
bock 126 befindet, der auf der Trenriwand 8 zwi- 
schen Arbeitskammer 1 und Vorkammer 5 ange- 
ordnet ist. 

Ist das Target 120 verbraucht. wird die ge- 
samte Elektrode 122 mil dem Target 120 in Rich- 
tung des Pjeils 127 geschwenkt ond in die Position 
gebracht, in der die Bezugszahlen rhit Apostrophen 
versehen sind. In dieser Position kann eine Reser- 
veeleklrode 128, deren Targei l2i Ober eine Ano- 
de 130 vorgespuMert ist, mittels ihrer Schwenkarme 
131. 132 in die fruhere Position der Elektrode 122 
gebracht werden. Hierzu wird die Reserveelektrode 
128. nachdem die Anode 130 weggeklappt wurde, 
in Richtung des Pfells 133 und urn die Diehachse 
134 bewegt. Sie nimmt nun* die Position der frCihe- 
ren Elektrode 122 eIn. 

Obwohl in den Zeichnungen nur eine Stromver- 
sorgung dargestellt ist. versteht es sich, daB fUr 
mehrere Elektroden auch mehrere Stromversorgun- 
geri verwendet werden kSnnen. AuBerdem mUssen 
die Elektroden nicht als konkreta mechanische Vor- 
richtungen ausgebiWet sein. Wesentlich ist nur das 
elektrische Potential, das zum Beispiel auch am 
Gehause selbst anliegen kann. 

Patentanspruche 

1. ZerstSubungsanlage mit 

a) einer Arbeitskammer (1) mit einem ersten 
vorgegebenen Volumen, In der sich ein 
Substrat (4) befindet. das mit gesputtertem 
Material beaufschlagt wird; 

b) ein erstes Target (2). das gesputtert wird 
und das sich gegenUber dem Substrat (4) 
befindet. wobei dieses Target mil einer er- 
sten Elektrode (3) verbunden ist; 

c) eine Vorkammer (5) mit einem zweiten 
vorgegebenen Volumen, die wenigstens ein 
zweites Target (7) aufweist, wobei dieses 
Targei mit einer zweiten Elektrode (6) ver- 
bunden ist. welche dasselbe Potential wie 
die ersle Elektrode (3} besHzl: 

d) eine Wand (8). welche die Arbeitskam- 
mer (1) von der Vorkammer (5) trennt; 

e) eine dritte Elektrode (32), die sich in der 
Vorkammer (5) befindet, wobei diese dritte 
Elektrode (32) dem zweiten Target (7) ge- 
genUberliegt und ein Potential besllzt. das 
sich vom Potential der ersten und zweiten 
Elektrode (3. 6) unterscheidet; 
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i) eine Einrichtung (34 bis 39, 123. 124. 
131, 132), welche das zweite Target <7) an 
die Stelle des ersten Targets (2) bringt und 
das erste Target (2) aus der Arbeitskammer 
(1) entfernt. 

2. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzelchnet. dafi die erste Elektro- 
de (3) mit einem verbrauchten Targei (2. 44. 
120) durch eine Elektrode (6. 49, 128) mit 
einem neuen Targei (7. 55, 121) ersetzt wird. 
wobei das neue Target {7. 55, 121) vorgesput- 
tert ist. 

3. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzelchnet. da0 die ersten Elek- 
troden (3; 40) und die zweKen Elektroden (6: 
49) derart miteinander gekoppeit sind. dafi sie 
auleinander zubewegt und urn eine Drehachse 
(36. 80. 107) um 180* gedreht werden kiSn- 
nen. 

4. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzelchnet, dafi die ersten Elek- 
troden (3; 40) und die zweiten Elektroden (6; 
49) derart miteinander gekoppeit sind, dafi sie 
relativ zueinander verschoben und um eine 
Drehachse (36. 80. 107) um 90' gedreht .wer- 
den konnen. 

5. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzelchnet. dafi eine Drehachse 
(36) mit Stangen (34, 35) vorgesehen ist. die 
jeweits eine Elektrode (3. 6) tragen. 

6. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1," da- 
durch gekennzelchnet. dafi der Abstand zwi- 
schen den ersten Elektroden (3; 40) und den 
zweiten Elektroden (6; 49) mittels eines Exzen- 
tersystems (79. 108) verSnderbar ist. 

7. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzelchnet, dafi eine erste Elek- 
trode (122) mittels Schwenkarmen (123. 124) 
um einen ersten Drehpunkt (125) drehbar ist, 
so dafi sie aus ihrer Arbeitsposition herausbe- 
wegt werden kann und dafi eine zweite Elektro- 
de (128) mittels Schwenkarmen (131, 132) um 
einen zweiten Drehpunkt (134) drehbar ist, so 
dafi sie aus einer Vorbereitungsposition In die 
Arbeitsposition gebracht werden kann. 

8. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1. da- 
durch gekennzelchnet, dafi die Vorkammer 

(5) wenigstens eine GaszulOhrung (24, 25) und 
eine Elektrode (32) aufweist, die der Elektrode 

(6) mit dem vorzusputternden Target (7) ge- 
genUberliegt 
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9. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1, da- zelektrode im evakuierten Zustand gehalten 
durch gekennzelchnet, daB im Batchbetrieb wird. 

einer Vakuumanlage die ersten und zweiten . 
ElektfOden (3. 6) vor der Beluftung der Proze/J- 
kammer (l) in die unter Vakuum stehende 5 
Vorkammer (5) geschwenkt oder gedreht war- 
den. 

10. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 1. da- 
durch gekennzelchnet, daC die ersle Elektro- io 
de (3) bzw. zweite Elekirode (6) ais Flansch 
zum Schlieflen der ElektrodenSffnung (9) In 

der Prozeflkammer (1 ) dient. 

11. Zerstaubungsanlage, gekennzelchnet durch 

a) eine erste Elektrode (3) mit einem ersten 
Target (2); 

b) eine zweite Elektrode <6) mit einem zwei- 
ten Target (7): 

c) eine Vorrichtung (34 bis 39) zum AnnS- 20 
hern und Enllernen der ersten und der 
zweitsn Elektrode (3. 6): 

d) eine Einrichtung zum Drehen der Vorrich- 
tung (34 bis 39) mitden Elektroden (3. 6) 

um einen vorgegebenen NATinkel; 25 
©) eine erste Kammer (1) mit einem zu 
bearbeUenden Substrat (4), In welche das 
erste Target |2) hinelnragt; 

f) eine zweite Kammer (5), In welcher sich 

die zweite Elektrode (6) befindet; $o 

g) eine Anode In der zweiten Kammer (5), 
die dem Target (7) der zweiten Elektrode. 
(6) gegenUberliegt. 

12. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 11. da- as 
durch gekennzelchnet, daO zwischen dem 
ersten Target (44) und dem zweiten Target 

(55) ein Exzenter (79) vorgesehen ist» dessen 
Drehstellung den Abstand zwischen dem er- 
sten und dem zweiten Target (44, 55) be- 40 
stimmt. 

13. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 12, da- 
durch gekennzelchnet. daB der Exzenter 

(79) von einem Rohr (84) umgebenist. das 45 
Uber Zyllnder (82. 85) mit den Targets (44. 
55) in Verbindung steht. 

14. Zerstaubungsanlage nach Anspruch 11, da- 
durch gekennzelchnet, da0 zwischen dem 50 
ersten Target (44) und dem zweiten Target 

(55) Teleskop-Verbindungen (90. 91) vorgese- 
hen sind. _ 

16. ZerstSubungsanlage nach Anspruch 1, da- 55 
durch gekennzelchnet, dafl die Vorkammer 
(5) evakulert 1st und wShrend des Auswech- 
selns einer Targolelektrode durch eine Ersat- 
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